UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

Nombre de la materia: Electrénica Analégica |
Clave: CI0100-T

No. de horas/semana: 3

Total de horas: 48

No. de créditos: 6

Prerrequisitos: Algebra Superior (CB0200-T)

Objetivo general: Que el alumno adquiera los conceptos basicos de la teoria de los semiconductores y de la teoria de
los circuitos para el analisis y disefio de circuitos electronicos basicos con los dispositivos fundamentales de la electronica
de estado solido, como son los diodos, y los transistores bipolares o BJT"s.

Contribucién alos atributos de egreso y su nivel de aportacién

AEL. Aplicar los conocimientos de ingenieria adquiridos durante sus estudios para elaborar

proyectos de ingenieria que resuelvan problemas especificos.

AE2. Identificar, formular y resolver problemas de ingenieria mediante un pensamiento critico y

asertivo, basados en los principios de ciencias basicas e ingenieria.

o AE3. Presentar y defender su trabajo en diversos foros, tanto académicos como profesionales.

AE4. Intercambiar su conocimiento y puntos de vista con profesionales del &rea e integrarse en

equipos de trabajo multidisciplinarios.

Programa sintético

. Introduccion a la fisica de los semiconductores ( Horas)
. Introduccion a la Teoria de Circuitos. (0 Horas)

. Caracteristicas del Diodo Union. ( Horas)

N oo oA WN P
)
(%2}
e)
o
(2R
(=
<
(=}
n
(7]
@
3
(@]
o
>
Q.
(=
Q
—+
o
=
@
(%2}
Q.
@
Qo
o
(%]
_‘
@
=
3.
>
=8
@
2]
<
o
=
(e}
=
P
o
(%]
Q.
@
>
=1
=
QD
Q.
O
=
—~
I
o
=
Q
)
~

Programa desarrollado

1. Introduccién a la fisica de los semiconductores ( Horas)

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6

Clasificacién de los materiales.
conductores

aislantes o dieléctricos
semiconductores (Siy Ge)
Construccién de los semiconductores.
Redes cristalinas
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1.7 Semiconductor intrinseco.
1.8 Semiconductores Extrinsecos
1.9 Dopado
1.10 Semiconductor tipo N
1.11 Tipo P.
1.12 Caracteristicas eléctricas.
2. Introduccion a la Teoria de CITCUt0S. (0 HOTAS) ||| ___...........cooooeeesersesssssssssssssssssssmssssssssesseessesessessssen 10 hrs.
2.1 Conceptos Basicos
2.2 Carga, corriente, potencial y fuerza electromotriz
2.3 resistencia y circuitos resistivos
2.4  Capacitores y circuitos con capacitores
2.5 Impedancia
2.6 Leyde ohm
2.7 Fuentesde CDy CA
2.8 Valores Caracteristicos de las sefiales de voltaje y corriente
2.9 Fuentes dependientes y no dependientes de voltaje y corriente
2.10 Leyes de Kirchoff
2.11 Ley de Voltaje de Kirchoff (LKV)
2.12 Ley de Corriente de Kirchoff (LCV)
2.13 Teoremas de Thevenin y Norton
2.14 Teorema de Thevenin
2.15 Teorema de Norton
2.16 Equivalencias
2.17 Teorema de superposicion.
2.18 Primer examen parcial
3. Caracteristicas del DIOA0 UNION. (HOMBS) __________.........oooeessssssseesseeessesssssssssssssesesssssssssssssseeesssessssss 4 rs.
3.1 Unién semiconductora NP o PN, construccion de la union, zonas de la union.
3.2 Conceptos de polarizacion.
3.3 Caracteristicas eléctricas de la union, (RCD RCA Voltaje Unién V.I.P., etc)
4. Dispositivos Semiconductores de dos Terminales y Circuitos de Aplicacion. (Horas) ... 6 hrs.
4.1 Rectificador media onda y onda completa.
4.2 Diodo Zener
4.3 Diodo LED
4.4 Celda fotovoltaica y fotodiodo
4.5 Otros diodos
5. EI Transistor Bipolar (BIT). (HOMES) _________.....1.ccccccocersseesssssscsssmessssssssssssssseeesssssssssssssssseessssesss s 4 rs.
5.1 Construccion del BJT
5.2 Tipos de BJT y funcionamiento

5.3 Caracteristicas eléctricas del BJT
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5.4 Configuraciones Basicas
6. Andlisis y Disefio de Circuitos Amplificadores con BIT. (8 HOMS) ________........cooweeesssssscsesessssessssssssessenee 7hrs.
6.1 Emisor comdn
6.2 Colector comun
6.3 Base comun
6.4 Transistor BJT en conmutacion.
6.5 Segundo examen parcial
7. Andlisis de Amplificadores de pequefia seffal. | || .. ... ....ccceeereeerresresnssessasessssssasesessaes s ssssssanssenes 7 hrs.
7.1 Parédmetros Hibridos.
7.2 Descripciobn matematica
7.3 Pardmetros reducidos
7.4 Impedancia de entrada, Impedancia de salida, ganancia de voltaje
7.5 Modelo re y equivalencia con hibridos
7.6 Aplicacion a los circuitos de amplificadores

7.7 Tercer examen parcial

Bibliografia basica:

1.-Electrénica Teoria de Circuios
Boylestad-Nashelky
rentice-Hall

Bibliografia complementaria:

1.-Principios de Electronica 3a Ed.
A. P. Malvino
McGraw-Hill

2.-Disefio Electrénico 2a ED.
C. J. Savant Jr.
Addison-Wesley Iberoamericana

3.-Electronics Devices and Circuits 2a Ed.
Theodore F. Bogart Jr.

Maxwell Macmillan

4.-Circuitos y Dispositivos Electrénicos

R. J. Tocci

Interamericana

5.-Electronica Integrada
Millman-Halkins
McGraw-Hill

6.-Electronic Devices and Circuits
David A. Bell
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Reston

7.-Circuitos Electrénicos Discretos e Integrados
M. S. Ghausi

8.-Dispositivos y Circuitos Electrénicos
Y. N. Bapat
Interamericana McGraw-Hill

9.-Manual de Semiconductores

Texas Instrument

Manuales de sustitucion de los Fabricantes: Dicopel,
SK, ECG, NTE, GE

Metodologias de ensefianza-aprendizaje:

Revisién de conceptos, andlisis y solucién de problemas en clase
Lectura de material fuera de clase
Ejercicios fuera de clase (tareas)

Investigacion documental
Elaboracién de reportes técnicos o proyectos
Practicas de laboratorio en una materia asociada

Metodologias de evaluacion:

e Tareas
e Elaboracion de reportes técnicos o proyectos
e Examenes de academia o departamentales

Revisores:

Ignacio Franco Torres
Victor Quintero Rojas
Juan Pedro Duarte

Victor Barbosa Garcia
José Luis Gonzélez Avalos
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